Самосовмещенный метод формирования маски основных элементов одноатомных транзисторов
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Развитие нанотехнологий позволяет разрабатывать новые наноразмерные электронные устройства. Одним из них является одноатомный одноэлектронный транзистор, в канале которого реализуется туннелирование электронов через одиночный атом легирующей примеси [1]. Для изготовления одноатомных структур используются подложки кремния на изоляторе легированные атомами мышьяка. В результате реактивно-ионного травления легированного слоя кремния через алюминиевую маску, формируется нанопровод, соединяющий сток и исток транзистора. Далее при помощи итерационного реактивно-ионного травления производится уменьшение толщины верхнего неравномерно легированного слоя в канале транзистора до тех пор, пока в нанопроводе не останется один примесный атом [2]. 
При создании экспериментальных структур важной задачей является увеличение процента выхода годных образцов. Для этого, была разработана принципиально новая технологии производства алюминиевых масок. Благодаря разработанной технологии, появилась возможность избавиться от необходимости точного позиционирования алюминиевой маски, которая ранее создавалась в отдельном цикле электронно-лучевой литографии. После формирования при помощи электронно-лучевой литографии рисунка электродов транзистора, образец покрывался хромовой пленокой методом вакуумного термического испарения. Затем образец подвергается травлению в растворе нитрата церия и амония с хлорной кислотой, для удаления излишков хрома на краях резиста. После чего, образец подвергался реактивно-ионному травлению в кислородной среде. Благодаря этому, становится возможно нанести алюминиевую плёнку на область нанопровода, который ранее был накрыт слоем резиста и хрома. Далее поверх слоя хрома наносилась алюминиевая маска. Напыление проводилось под углом [image: image2.png]45°



 к плоскости подложки с одной и другой стороны наномостика. После растворения слоя резиста, металл покрывающий защищенные резистом участки удалялся. В результате чего, на поверхности образца оставались электроды (сток и исток), накрытые алюминиевой маской, которая, благодаря угловому напылению, перекрывала также и область наномостика между ними. 
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